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１．概要（Summary） 

昨年度に引き続き、次世代ナノデバイス製造のために

プラズマを用いた堆積およびエッチング、改質を目的とし

て装置を利用した。特に、半導体デバイスの微細化に向

けた原子層レベルでの加工制御がプラズマプロセスに要

求されており、プラズマで生成される活性種が材料表面

に及ぼす影響を解明するとともに原子スケールでの解析

を実施した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 ラジカル計測付多目的プラズマプ

ロセス装置、プラズマ支援原子層堆積装置、in-situ プラ

ズマ照射表面分析装置 

【実験方法】 

プラズマナノ工学研究センター所有のプラズマ支援原

子層堆積装置およびラジカル計測付多目的プラズマプロ

セス装置にて、SiO2膜の改質および原子層エッチングを

行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

トレンチ構造をもつ SiO2膜に、ラジカル計測付多目的

プラズマプロセス装置を用いて原子層プラズマエッチング

プロセスを行った。プロセス後のエッチング形状を Fig.1

に示す。プラズマ中のシース内で加速されたイオンが

SiO2膜のエッチング反応を促進していることがわかった。

また、TOP と BOTTOMの SiO2膜のみをエッチングでき

るプロセスであることも示唆された。本プロセスは、原子ス

ケール半導体デバイス製造への貢献が期待できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Etching conformality (EC) of a standard  

Atomic Layer Etching (ALE) condition. 
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